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(54) Title: WIRING SUBSTRATE OF A SEMICONDUCTOR COMPONENT COMPRISING EXTERNAL CONTACT PADS
FOR EXTERNAL CONTACTS AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) Bezeichnung: VERDRAHTUNGSSUBSTRAT EINES HALBLEITERBAUTEILS MIT AUSSENKONTAKTANSCHLUSS-
FLECKEN FUR AUSSENKONTAKTE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN
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(57) Abstract: The invention relates to a wiring substrate (5) for a semiconductor component, comprising external contact pads (3)
for the external contacts of a semiconductor component. The rigid wiring substrate (5) has an upper face (7) comprising recesses (8),
P said recesses (8) containing a flexible elastic material (9). The external contact pads (3) are located on the flexible elastic material
(9). The invention also relates to a method for producing a wiring substrate (5) of this type, according to which flexible elastic
material pads (25) are pressed into a precursor of a plastic polymer.
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pads (3) are located on the flexible elastic materi al
(9). The invention also rel ates to a method for
producing a wiring substrate
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GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL,, SZ, TZ, UG, Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
7ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,  kiirzungen wird auf die Erklirungen ("Guidance Notes on Co-
TJ, TM), européisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, PCT-Gagzette verwiesen.
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Veroffentlicht:

—  ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
dffentlichen nach Erhalt des Berichts

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verdrahtungssubstrat (5) eines Halbleiterbauteils mit AuBenkontaktanschluss-
flecken (3) fiir AuBenkontakte eines Halbleiterbauteils. Dazu weist das starre Verdrahtungssubstrat (5) eine Oberseite (7) mit Aus-
sparungen (8) auf, wobei die Aussparungen (8) ein gummielastisches Material (9) aufweisen. Die Aufenkontaktanschlussflecken (3)
sind auf dem gummielastischen Material (9) angeordnet. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen
Verdrahtungssubstrats (5), wobei wihrend des Herstellungsverfahrens gummielastische Materialflecken (25) in eine Vorstufe eines
Polymerkunststoffes eingedriickt werden.



